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EconoPIM™3 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT /| NTC / TIM

Eigenschaften
+ Elektrische Eigenschaften N "
- VCES= 1200V g0 % w .
My Y o
- lchom=150A/Icgm=300A N oY
- Trenchstop™ IGBT7 &

- Uberlastbetrieb bis zu 175°C
- Niedriges Vcgsat
+ Mechanische Eigenschaften
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- PressFIT Verbindungstechnik
- Kupferbodenplatte
- Al,O3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Thermisches Interface Material bereits aufgetragen
Potenzielle Anwendungen
+ Hilfsumrichter
+ Motorantriebe
+ Servoumrichter
Produktvalidierung

+ Qualifiziert fir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749
und 60068
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1 Gehause

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso. |RMS,f=50Hz,t=1min 2.5 kv

Material Modulgrundplatte Cu

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al,03

Kriechstrecke dereep | Kontakt - Kiihlkorper 10.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kiihlkorper 7.5 mm

Vergleichszahl der CTl >200

Kriechwegbildung

Relativer Temperaturindex RTI Gehause 140 °C

(elektr.)

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Modulstreuinduktivitat Lece 25 nH

Modulleitungswiderstand, Raa+cer | TH=25°C, pro Schalter 1.1 mQ

Anschlisse - Chip

Modulleitungswiderstand, Rec+epr | TH=25°C, pro Schalter 1.6 mQ

Anschlisse - Chip

Lagertemperatur Tstg -40 125 °C

Hochstzulassige TePmax 125 °C

Bodenplattenbetriebstempe

ratur

Anzugsdrehmoment f. M - Montage gem. gliltiger | M5, Schraube 3 6 Nm

Modulmontage Applikationsschrift

Gewicht G 300 g

Anmerkung: T op > 150°C ist im Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,j=25°C 1200 v
Sperrspannung

Kollektor-Dauergleichstrom e Tyjmax=175°C Th=50°C 150

Periodischer Kollektor- Icrm tp=1ms 300

Spitzenstrom

Datasheet 3 Revision 1.00
2021-09-22
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2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Hochstzuldssige Werte (continued)
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Gate-Emitter- VGEs 120 V
Spitzenspannung
Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Kollektor-Emitter- Vegsat |Ic=150A, Vgg=15V T,j=25°C 155 | 1.80 \Y
Sattigungsspannung T,;=125°C 1.69
T,;=175°C 1.77
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=3.5mA, Ve =V, Tj=25°C 5.15 | 5.80 | 6.45 v
Gateladung Qg Vge =%15V, Vg =600V 2.5 uC
Interner Gatewiderstand Rint | Tj=25°C 1 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 30.1 nF
Ruckwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 0.105 nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Icks Vce=1200V, Vge=0V T,j=25°C 0.012 | mA
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic=150A, Vg =600V, T,j=25°C 0.172 us
(ind. Last) Vee=+15V,Rgon=3.3Q T,;=125°C 0.183
T,;=175°C 0.189
Anstiegszeit (induktive Last) t, lc =150 A, Vcg =600V, T,;=25°C 0.072 ys
Vee =415V, Roon =330 [ _155¢ 0.077
T,;=175 °C 0.080
Abschaltverzogerungszeit taort | Ic=150A, V=600V, T,j=25°C 0.331 us
(ind. Last) Vee=+15V, Rgor=3.3Q T,;=125°C 0.414
T,;=175°C 0.433
Fallzeit (induktive Last) te lc =150 A, Vcg =600V, T,;j=25°C 0.103 ys
Vee =415V, Roo =330 [ _155c 0.198
T,;=175 °C 0.262
Einschaltverlustenergie pro Eon Ic=150A, Vg =600V, T,j=25°C 16.6 mJ
1700 A/ps (T,;=175°C) |T,;=175°C 29.6
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic =150 A, Vg =600V, T,;=25°C 10.4 mJ
S TR
3200 V/ps (T,;=175°C) | T,j=175°C 19.9
Datasheet 4 Revision 1.00
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3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 4 Charakteristische Werte (continued)
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Kurzschlussverhalten Isc Vee< 15V,Vcc=800V, |[tp=< 8us, 520 A
Veemax=Vees-Lsce™di/dt | T,;=150°C

tp< T ys, 490

ij =175°C
Warmewiderstand, Chip bis Rinjn | pro IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal 0.374 | K/W
Kuhlkorper Interface Material
Temperatur im Schaltbetrieb | T,;4p -40 175 °C

Anmerkung: T op > 150°C ist im Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

3 Diode, Wechselrichter
Tabelle 5 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrrM T,j=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ig 150
Periodischer Spitzenstrom IerM tp=1ms 300
Grenzlastintegral 2t V=0V, tp=10 ms T,j=125°C 2700 A’s
T,;=175°C 2250
Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve Ir=150A,Vge=0V T,j=25°C 1.72 | 2.10 \Y
T,;=125°C 1.59
T,j=175°C 1.52
Rlickstromspitze Irm Ir=150A, Vg =600V, T,j=25°C 65.3 A
K%o Al/f;;/ ’(T(jjIF:/(lj;S ocy |Tu=125°C 918
T,;=175°C 107
Sperrverzégerungsladung Qr Ir=150 A, VR =600V, T,j=25°C 10.3 pC
g%o Al/fj;/ ’(chjle:/cljt75 oc) [Tu=1257C 217
T,j=175°C 28.6
Datasheet 5 Revision 1.00
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4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 6 Charakteristische Werte (continued)
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Abschaltenergie pro Puls Erec Ir=150A, Vg =600V, T,;=25°C 3.27 mJ

K%o Al/f;;/ ’(T(jjIF:/(lj;S ocy |Tu=125°C 132

T,;=175°C 9.88

Warmewiderstand, Chip bis Rinjn | pro Diode, Valid with IFX pre-applied 0.581 | K/W
Kuhlkorper Thermal Interface Material
Temperatur im Schaltbetrieb | T,;4p -40 175 °C

Anmerkung: T, op > 150°Cistim Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 7 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Periodische Verm | Tyj=25°C 1600 v

Spitzensperrspannung

Durchlassstrom Iermsm | TH=105°C 150 A

Grenzeffektivwert pro Chip

Gleichrichter Ausgang Irmsm | TH=105°C 150 A

Grenzeffektivstrom

StoRstrom Grenzwert Iesm tp=10ms T,j=25°C 1600 A
T,;=150°C 1400

Grenzlastintegral Pt tp=10ms T,j=25°C 12800 A’s
T,j=150°C 9800

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min. | Typ. | Max.

Durchlassspannung Ve Ir=150A T,;=150°C 0.97 v

Sperrstrom Iy T,;=150°C, Vg = 1600V 1 mA

Warmewiderstand, Chip bis Rinjn | pro Diode, Valid with IFX pre-applied 0.435 | K/W

Kuhlkorper Thermal Interface Material

Temperatur im Schaltbetrieb | T op -40 150 °C

Datasheet 6 Revision 1.00
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5 IGBT, Brems-Chopper

5 IGBT, Brems-Chopper
Tabelle 9 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,;=25°C 1200 v
Sperrspannung
Kollektor-Dauergleichstrom e Tyjmax=175°C Ty=75°C 100
Periodischer Kollektor- Icrm tp=1ms 200
Spitzenstrom
Gate-Emitter- VGEes 120 v
Spitzenspannung
Tabelle 10 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Kollektor-Emitter- Vegsat | lc=100A, Vg =15V T,;=25°C 150 | 1.80 | V
Sattigungsspannung T,j=125°C 1.64

T,;=175°C 1.72
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=2.5mA, Vg =V, T;=25°C 5.15 | 5.80 | 6.45 v
Gateladung Qs Vee =215V, Vg =600V 1.8 pcC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tj=25°C 1.5 Q
Eingangskapazitat Cies f=100 kHz, T\;=25°C, Vg =25V, Vge =0V 21.7 nF
Rlckwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 0.076 nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Ices Vce=1200V, Vge =0V T,;=25°C 0.01 | mA
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic =100 A, Vcg =600V, T,j=25°C 0.169 ps
(ind. Last) Vee=+15V, Rgon=4.3Q T,;=125°C 0.180

T;=175 °C 0.187
Anstiegszeit (induktive Last) t Ic=100A, Vg =600V, T,j=25°C 0.063 ps

Ve =+15V, Rgon =4.3Q T,=125°C 0.067

T,;=175°C 0.070
Abschaltverzogerungszeit tdorf | Ic=100A, V=600V, T,j=25°C 0.310 ps
(ind. Last) Ve =15V, Rgor =4.3Q T,;=125°C 0.390

T;=175 °C 0.410
Fallzeit (induktive Last) t; Ic=100A, Vg =600V, | T,;=25°C 0.110 Hs

Vge = +15V, Rgo = 4.3 Q 7,=125°C 0.190

T,;=175°C 0.250

Datasheet 7 Revision 1.00
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6 Diode, Brems-Chopper

Tabelle 10 Charakteristische Werte (continued)
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Einschaltverlustenergie pro Eon Ic=100A, Vg =600V, T,;=25°C 7.12 mJ
1100 A/ps (T,;=175°C) | T,;=175°C 14.5
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=100A, Vcg =600V, T,;=25°C 6.93 mJ
e f?(;off3=54r13l_l,O‘TG(JIEv/ditlf b Tj=125°C 10.6
2800 V/ps (T,;=175°C) |T,j=175°C 13.3
Kurzschlussverhalten Isc Vge< 15V, Vc=800V, |[tp< 8ps, 370 A
VeemaVees-Lsce*di/dt | T,;=150 °C
tp< Tys, 350
T,;=175°C
Warmewiderstand, Chip bis Rinjn | pro IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal 0.474 | K/W
Kuhlkorper Interface Material
Temperatur im Schaltbetrieb | T,;4p -40 175 °C
Anmerkung: T,; op > 150°C istim Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.
6 Diode, Brems-Chopper
Tabelle 11 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrRM T,j=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ig 50
Periodischer Spitzenstrom IFRM tp=1ms 100
Grenzlastintegral 2t Vr=0V, tp =10 ms T,j=125°C 220 A%s
T,;=175°C 200
Tabelle 12 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve Ie=50A,Vge=0V T,j=25°C 1.72 | 2.10 v
T,;=125°C 1.59
T,;=175°C 1.52
Datasheet 8 Revision 1.00
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7 NTC-Widerstand

Tabelle 12 Charakteristische Werte (continued)
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Rlickstromspitze Irm Ie=50A,Vg=600V, T,j=25°C 37.3 A
VGE:']-S V, -dIF/dt:550 _ o
T,,=125°C 44.3
Alps (Ty; =175 °C) Y
T,;=175°C 49.6
Sperrverzégerungsladung Qr Ir=50A, V=600V, T,j=25°C 3.86 pC
VGE:_lSV 'd||:/dt:550 _ o
’ T, =125°C 7.05
Alps (T,;=175°C) k.
T;=175 °C 10.1
Abschaltenergie pro Puls Erec Ir=50A,Vg=600V, T,;=25°C 1.13 mJ
VGE:']-S V, -dIF/dt:550 _ o
T,i=125°C 2.34
Alps (Ty; =175 °C) Y
T,;=175°C 3.23
Warmewiderstand, Chip bis Rinjn | pro Diode, Valid with IFX pre-applied 1.07 | K/W
Kuhlkorper Thermal Interface Material
Temperatur im Schaltbetrieb | T4, -40 175 °C

Anmerkung: T,; op > 150°Cist im Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

7 NTC-Widerstand

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Nennwiderstand Rys Tnre=25°C 5 kQ

Abweichung von Ry AR/R | Tn1c=100°C, R100=493Q -5 5 %

Verlustleistung Pys Tntc=25°C 20 mwW

B-Wert Bys;so [Ry=Rps exp[825/50(1/T2-1/(298,15 K))] 3375 K

B-Wert Bysiso  [R2=Rps exp[st/go(l/Tz-l/(298,15 K))] 3411

B-Wert Basji00 | R2 = Ras exp[Bys/100(1/T2-1/(298,15 K))] 3433 K

Anmerkung: Angaben gemdR gliltiger Application Note.

Datasheet 9 Revision 1.00
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8 Kennlinien

8 Kennlinien

Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT,
Wechselrichter

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

lc=f(Vce)
IC = f(VCE) VGE =15V
RGOf‘f =33 Q, VGE =15 V, TVJ =175°C
350 T T 300 1 | /7 //
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Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT,
Wechselrichter

Ubertragungscharakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter

lc=f(Vce) lc=f(Vge)
ij =175°C Vee=20V
300 300 T 77
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8 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter
E="f(l¢) E=1(Rg)
Reoff =3.3Q, Rgon =3.3Q, Vg =600V, Vgg =-15/ 15V lc=150 A, Vcg =600V, Vg =-15/ 15V
120 T T 160 1 |
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Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter
t=1(lc) t=f(Rg)

Reoff =3-3 Q, Reon = 3.3 Q, Veg =600V, Vg =-15/ 15V, Ty = | Ic = 150 A, Vg = 600V, Vgg = -15 / 15V, Ty = 175 °C
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8 Kennlinien

Transienter Warmewiderstand , IGBT, Wechselrichter

Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT,

Zin = f(t) Wechselrichter
C=1(Vce)
f=100 kHz,Vge =0V, T,j=25°C
1 N 1000F ‘
Z,, ¢ 1GBT | H Cies
: - COES
[|————— Cres
e 100
Pz
10
= o
>4 £
\:‘5 0.1 // S
1<
. == B e
0.1 et 5 -
i 1 2 3 4
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T[s] 0.0011  0.0314 0.8 2.339
| T T OO0 T T
0.001 0.01 0.1 1 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
t(s) Ve (V)
Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT,
dv/dt =f(Rg) Wechselrichter
lc=150 A, Vg =600V, Vg =15V, T,; = 25 °C Vee = f(Qq)
lc=150A,T,;=25°C
7 \ \ \ 15
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8 Kennlinien

Durchlasskennlinie der (typisch), Diode,
Wechselrichter

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter
Erec =f(Ip)

Ir = (V) Rgon = 3.3 Q, Vcg =600V
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Erec = f(Rq) Zin = f(t)
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8 Kennlinien

Transienter Warmewiderstand , Diode, Gleichrichter

forward characteristic (typical), Diode, Gleichrichter

Zin = f(t) Ig= f(VF)
1 A 300 \ \ ]
Z,, : Diode ij =25°C |
—_— ij =150°C |
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Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper

Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Brems-
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Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand
R=f(Tnrc)
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9 Schaltplan
9 Schaltplan
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Abbildung 2
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10 Gehduseabmessungen

10 Gehauseabmessungen
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- Tolerance of PCB hole pattern
- hole specifications see AN 2007-09
- Diameters of plated holes @ 2.%4mm - 2.29mm
- Diameter of drill @ 2.35mm
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WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument
Angaben stellen keinesfalls Garantien fir die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie) dar.

Flr Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewahrleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschlieflich, ohne
hierauf beschrankt zu sein, die Gewahr dafiir, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen samtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschlieflich fiir technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes fiir die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollstandigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen

enthaltenen Produktdaten fiir diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnen
Produkte  gesundheitsgefahrdende  Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem ndachsten Vertriebsbiiro von Infineon
Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdriicklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, diirfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen verniinftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen fiihren.
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